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SiC Wafer
SiC 膜／SiC Wafer

目標區域
萃取、溶解

樣品製備

※ 白底元素的分析，需事先確認是否可對應。

定量分析
（ICP-MS）

方　法 評估區域 定量下限

ppb order

E+8 atoms/cm2 ～

取一部分樣品全溶解（0.Xg）

Area  ：全面或任意
Depth：最表面

ppb order

E+9 atoms/cm2 ～

E+13 atoms/cm2 ～

Area  ：≒ φ10ｍｍ
Depth：～ 20μｍ

Area  ：φ10ｍｍ
Depth：≒ 5ｎｍ

Area  ：～ □300μｍ
Depth：～ 10μｍ

1～ 5 E +10 atoms／cm2

1～ 8 E +  9 atoms／cm2

ICP-MS分析技術，可在高感度且高精度下定量金屬不純物濃度。經過各種適當的前處理方法後，
可以使用 ICP-MS評估SiC材料中之金屬不純物。

SiC Material

SiC材料中之超微量金屬不純物評估

SiC薄膜及部品之不純物分析
使用 ICP-MS進行超微量金屬不純物定量

分析流程 SiC膜中金屬不純物分析之定量下限

＜ SiC材料中之金屬不純物評估法 ＞

ICP -MS
塊　材

表面、薄膜

塊　材

表　面

薄　膜

GD -MS

TXRF

SIMS


